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r面サファイア基板(r-sap.)上の a面 GaN(a-GaN)を用いた LEDは、内部電界の影響を受けず、既

存の c 面 GaNを用いた LEDに比べ優れた発光特性が期待できる。高品質 a-GaNを成長させるた

め、エピタキシャル成長による AlNバッファ層を用いた構造は報告されているが[1]、スパッタリ

ング法で成膜した AlN バッファ層(sp-AlN)を用いた例は少ない。本研究では、r-sap.上に成膜した

sp-AlNの結晶品質を明らかにし、その sp-AlNの高温熱処理効果についても述べる。 

RFスパッタリング装置、AlNターゲットを使用し、AlNを Ar-N2雰囲気下、膜厚 30-180 nmで

成膜し、XRD、AFMにて評価した。高温熱処理は、N2雰囲気下、1時間の条件で行い、温度を 1400-

1600 oCの範囲で変化させ、同様の評価を行った。 

一例として膜厚 30 nmの結果を述べる。図 1の XRD評価結果から、積層方向にサファイア(20-

24)∥AlN(11-20)、面内方向にサファイア(11-20)∥AlN(1-100) の関係が確認でき、r-sap.上に AlNが

a軸配向していることがわかった。さらに、熱処理により AlNの回折ピーク強度が増大しており、

熱処理は sp-AlN の品質向上に効果があるとわかる。また、図 2の AFM像から、熱処理後はグレ

インサイズが増大し、凹凸が顕著になった。当日は sp-AlNの膜厚依存、成膜温度依存、熱処理温

度依存、sp-AlNの熱処理が及ぼす a-GaNの結晶品質への影響についても議論する。 

[1] Qian Sun et al, J. Appl. Phys. 106, 123519 (2009). 
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図 1 XRD 測定 (膜厚 30 nm) 

(a) In-plane 測定 (b) Out-of-plane 測定 

図 2 AFM像(膜厚 30 nm) 

(a) 熱処理前 (b) 1600 oC 
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